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Созданы гетероструктурн GainPAs/iaP с  дифрак
ционной решеткой на поверкности» излучащ ие при 
импульсной оптической накачке к о г ^ н т н о е  излучение 
в области 1 ,0  -  1 ,1  мкм (при Т = 80-150 К ) , Решетка 
обеспечивала расп^деленную  обратную свя зь в чет
вертом порядке дифракции. Исследовано спектральное 
и пространственное распределение излучения при 
температурной перестройке генерации. Ширина спект
ральной линии состави ла 0 ,1  нм , температурный 
сдвиг линии составляет около 0 ,0 4  нм/К.

Лазерные структуры с  распределенной обратной связью (РОС) в 
форме активного волновода с периодическим изменением толщины 
позволяют контролировать спектральный со став и направленность 
излучения / 1 - ^  В настоящей работе впервые сообщ ается о создании  
РО С-структур на основе GainPAs/inP и наблюдении генерации ко

герентного излучения в них в области ближнего ИК излучения (1 ,0  -  
1 ,1  м км ). Изготовление структур включало: ( I )  выращивание тонких: 
слоев ( х к О , 1 ; у » о , 2 2 )  методом жидкофаз

ной эпитаксии на подложках inP 1 Ю 0 ), (2) нанесение и интерфе

ренционную засветку ф оторезиста на поверхности гетероэпи такси аль- 
ного слоя (периодичность засветки '^ 0 ,6  мкм, излучение Нэ-Cd  ла

з е р а ), (3) химическое травление в 1 ,5 ^ р а ст в о р е  Вг2  + сн^он л  
удаление ф оторези ста. В итоге на поверхности гетероэпи такси аль- 
ного слоя GainPAs образовы валась Р(Ю -структура с  периодом каг- 
навок около 0 ,6  мкм при глубине около 0 ,1 2  мкм. Период структуры  
примерно соответствовал а = 2 V n * (гд е п* -  эффективный пока

затель преломления волноводной моды ), т . е .  четвертому порядку
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Величина n* была определена ориентировочно по спект

ральным и пространственным измерениям когерентного излучения в 
лазере из того же материала с резонатором Фабри-Перо и дифракци

онной решеткой / I / . Исследование проводилось при оптической нар- 
качке импульсным Н2 -лазером  (Л Ш -21) на длине волны 0»37 мкм 
в интервале темпех)атур 80-150 К . Освещенная полоска имела тазм е- 
ры 0 ,2  X 2 мм, типичное значение порога генерации (1 -2 )*1 0  -Вт/см ^. 
Генерация получена на различных длинах волн от 1 ,036 до 1 ,0 9  мкм. 
Рассмотрим модовый со став излзгчения. На хж с. I  показаны дисперси

онные кривые, рассчитанные для планарного волновода:

ТЕ.ТМ -ТЕ.ТМ
--------л------- ^ -  Фат -  Фет = ( I )

где W -  толщина активного сл о я , Пд -  показатели преломлю  
НИН соответственно слоя и подложки, 9^ -  парциальный угол  моды 
т - г о  порядка (п^ s  n^cosQ^) для длины волны 1 ,0 6  и см ; величины 
Ф определяются соотношениями

Ф™ = arctg -  l/y 5 0 s© J

[У(п^1пвд)^ -  l/ iy s o s e j (п^)2

(2)

Ф™ - arch's -  n g /iy jo se J

Ф ™  = arete [V(nfSinê )2 - n^/n^osej .
В образцах с w =• i  мкм могут распространяться моды с попере^шыми 
индексами m = о , 1 . Опыт п о казал , что возбуадаю тся преимущественно 
ТЕ-моды, а  именно, 'ГЕ^, T E j и гибридная мода TE^q j j ,  связанная с 
обменом энергией при рассеянии на решетке встречных волн мод ТЕ^ 
и T E j. Спектральное положение и диаграммы направленности мод покаг- 
заны на р и с. 2 . Спектральная ширина линий генерации составляла 
0 ,1  нм . В плоскости, перепендикулярной волноводу и штрихам решет

к и , направление излучения определяется соотношением

= a rcsin  [M V 2a -  n ^ O )] » (3)

где а - утол относительно норлали к волноводу, М -  порядок
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дифракции. Ввода ТБ^ и T E j д вш  лепесток непосредственио по нормаг* 
ли к волноводу (о( X о )» а  гибридная вюда содервшг два симиетричнЕос 
лепестка под небольшим углом к нормали. Ширина лепестка около О»5 ^ , 
что заметно больше» чем дифракционный предел вследствие влияния 
неоднородностей. На р и с. 2а видна температзгрная перестройка ге

нерации (d V d T  т ОуО^нм/К)» сопрововдащ аяся переключением про

странственного типа волны. С увеличением толщины волноз^да возрас

тает* число разрешеннЕОс мод волновода» вследствие чего спектр и 
диаграмма направленности усложняются. Для получения одночастотной 
генерации целесообразно использование одномодового волновода 
(w < o ,7  мкм ).

i^TopH выражают благодарность за помощь в изготовлении образ

цов Д . И . Барановой.

Поступила в редакцию 
12 ав густа 1978 г .
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